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Contexte

Nonivelatlite, peurguo?

= Fonctionnel a la mise sous tension
= Diminution de! la consemmation

» Protection des; informations



Jonctiens tunnel magnetigues

Cycles d'écriture / lecture rapides, (—30ns)
Tensions; drecriture compatibles CMOS (1-2V)
=orte densite

ROPUSTESSE alX radiatiens

Pell dermasgues additionnels (3)

Precess compatible CHVIOS (Jpest process)




Jonctiens tunnel magnetigues
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Jonctiens tunnel magnetigues

3l generations:
a Fleldi Inducedr Magnetic Switching (FIVS)
x Thenmaly Assisted! Switching (TAS)

= Spin Tergue Transter (STT)



Jonctiens tunnel magnetigues
FIMS
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Jonctiens tunnel magnetigues
logale
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Jonctiens tunnel magnetigues
logale
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Slaughter, CNS Symposium, 2004.

Freescale, IBM...
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Jonctiens tunnel magnetigues

JORCHIONS de’ premiere generaton
s Courants d'écriture eleves (10mA)
s Larges lignes drecriture
s Gles transIsters
n V2selectivite

s Problemes de: scalabilitée
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Jonctiens tunnel magnetigues
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Jonctiens tunnel magnetigues
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Jonctiens tunnel magnetigues
STT

on LI

Courants d’écriture: ~120pA

Renesas, Grandis...
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Vdd

Reconfiguration masquee

Reconfiguratien dynamigue

Recoenfiguration complete en
un cycle drierege

Reconfiguration: partielle
Multi-contexte faible cout

Robustesse aux radiations
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RSRAM

Reconfiguration masguee

T

Reconfiguration glebale en uni cyecle
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Multi-contextes

RSRAM
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RSRAM

Etude/ simulations sur [a RSRAM
(Cimensiennement; dISPErsions...)

Validation CVIOS (AMS 0:35]1)
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